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１．概要（Summary） 

電荷移動錯体とは，電子供与性分子(ドナー)と電子

受容性分子(アクセプター)で構成され，ドナーのイオ

ン化ポテンシャルおよびアクセプターの電子親和力

の相関に由来する電荷移動の程度と，構成分子の配列

様式，つまり結晶構造によって様々な輸送特性を示す

ことが知られている。 

近年，電荷移動錯体ではない，TTF 単結晶と TCNQ

単結晶とを貼りあわせた接触界面においても高伝導

性が認められるという報告がなされ(1)，注目を集めて

いる。これまでの我々の研究で，この結晶接触界面に

おける高伝導性は，界面に成長したナノスケール

TTF-TCNQ と TCNQ 結晶（TCNQ0）表面に生成し

た TCNQ-1に由来すると結論づけた(2)。 

本研究課題では，この知見を基にドナー・アクセプ

タ材料を用いて接触界面を作製し，その界面の状態を

FE-SEM を用いてより詳細に解析したところ，組み合

わせによって電荷移動錯体結晶の表面にナノスケー

ル結晶様固体が成長していることが分かった。 

 

２．実験（Experimental） 

 サンプルはそれぞれ母体となる電荷移動錯体結晶

表面に TTF 粉末を接触させ，その後粉末を除去する

ことで接触界面を作製した。観察には日本電子

JSM-6700FT を用いた。サンプル結晶をカーボンテー

プ上に固定し，加速電圧 5 kV で観察を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 CT 錯体 anthracene-TCNQ に常温，常圧下で TTF

上記を接触させる「接触法」を用いることでその接触

界面に高伝導性の TTF-TCNQ 薄膜が形成されること

を見出した。これは弱いドナーである anthracene か

らなる錯体に，強いドナーである TTF を接触させた

ことにより，TCNQ が引き抜かれ TTF-TCNQ として

再成長したものであると予想される。更にこの薄膜に

ついて詳細に観察をしたところ，この TTF-TCNQ 薄

膜は基板結晶中の分子積層方向に沿って，細線状結晶

が一方向に密に揃った形状を持っており（Fig. 1），従

来の手法により作製された TTF-TCNQ 薄膜では観察

されなかった金属的な伝導挙動を示した。 
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Fig. 1 SEM image of nano-scale TTF-TCNQ 

growth on the surface of antracene-TCNQ 
crystal 


